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はじめに

中京地区のナノ材料評価ラボ
極低加速電圧走査電子顕微鏡導入

Cat.No 3E1J-015-00-230922

知多地区に導入した最新のULV-SEMでは、検出感度の
進歩から従来以上に微細な表面構造を観察することが
可能です（図1）。さらに、微細構造を取得できる観察条件
（低加速電圧条件）のままで元素分析を行うことができ、
軽元素も高感度で検出することができます。

Siウェハ上の酸化グラフェン（単層の厚み：約1nm）の観察と高感度EDX分析

極低加速電圧(領域)である1kVの二次電子像で、Siウェハより暗いコントラストで酸化グラフェンが確認できます（図2(a)黄
色破線部）。表面敏感な1kVのまま、酸化グラフェンの主要元素であるCのマッピングをおこない、二次電子像でみられた酸
化グラフェンに対応し、C強度が高いことが確認できました（図2(b)）。
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図1 ULV-SEMで観察した樹脂破面：InlensSE像（加速電圧0.2kVで極表面の付着物（矢印）を可視化）
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図2 (a) 酸化グラフェンの二次電子像、(b) 高感度ウィンドウレスEDXで取得したCのEDXマッピング像

および(c) 通常のウィンドウタイプのEDXで取得したCのマッピング像 すべて同一視野で、加速電圧 1kVで取得


